Тестовые задания для защиты лабораторной работы № 3
по дисциплине «Защита материалов и основы материаловедения»
	Часть А

	1. Диэлектрические пленки не выполняют роль функционального материала, когда используются в качестве 
O маски при фотолитографии;
O подзатворного диэлектрика МОП-структур;

O межэлементной изоляции.
	6. При получении SiO2 с помощью гидролизующихся кремнийорганических соединений в качестве растворителя используется
O H2O;

O HCl;

O CH3COOC2H5.

	2. В качестве защитного диэлектрика на кремниевых подложках можно использовать
O Si3N4;

O P2O5;

O SiC.
	7. Правильно указан минимальный размер выявляемых пор для методов травления, электрохимического и электронной микроскопии в ряду
O 0,1 мкм, 0,05 мкм; 0,005 мкм ;

O 0,5 мкм; 0, 01 мкм, 0,005 мкм;

O 0,05 мкм; 0,1 мкм; 0,005 мкм.

	3. Универсальным требованием к свойствам диэлектрических пленок является 

O электрическая прочность;

O однородность;

O диэлектрическая проницаемость.
	8. Асимметричный характер ВАХ ПДЭ-структуры указывает на отсутствие в диэлектрике сквозных пор диаметром
O более 1 мкм;

O менее 1 мкм;

O менее 0,1мкм.

	4. Правильно указан размер для макро-, микро- и мезапор в ряду
O 0,5 нм; 50 нм ; 5 мкм;
O 1 мкм; 50 нм ; 5 мкм;

O 2 мкм; 0,5 нм; 50 нм. 
	9. Надлинейный характер зависимости тока ПДЭ-структуры от концентрации электролита обусловлен преобладанием пор размером:

O 0,1-0,01 мкм;

O 1-0,1 мкм;

O 1-10 мкм.

	5. Для формирования SiO2 используются реакции
O диссоциации;

O восстановления;

O гидролиза.
	10. Полярность ДЭС, образующегося на границе диэлектрик-электролит, определяется  
O величиной электропроводности материалов;

O значениями диэлектрической проницаемости материалов;

O полярностью приложенного напряжения.


	Часть Б

	        1. Приведите ВАХ и концентрационную зависимость плотности тока ПДЭ-структуры для диэлектрических пленок с преобладанием пор размером

А) 2 мкм;

Б) 0.4 мкм;

В) 5 мкм


	

	


